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【はじめに】本グループでは、n型伝導を示すAlInN/AlGaN多周期層をクラッド層に用いた EEL(端

面発光型レーザ)の室温パルス発振を報告した。[1]その時、微分抵抗は 5.0Ωと高抵抗を示してい

た。本研究ではその低減のため、n 型伝導 AlInN/AlGaN 多周期クラッド層に組成傾斜を用いた構

造を有する EEL(端面発光型レーザ)を作製し、特性の評価を行った。 

【実験・結果】c 面 GaN 基板上に MOVPE 法を用いて 3 種類の試料作製を行った。図 1 に作製・

評価した試料の構造図を示す。n 型クラッド層に AlInN/AlGaN 多周期層を用いた試料➀-(a)、

AlInN/AlGaN 多周期層に組成傾斜層を用いた試料➀-(b)、AlInN/AlGaN 多周期層の影響を明確にす

るため作製したクラッド層に AlGaN 層を用いた標準的な構造➁-(c)の 3 種類である。次にデバイ

スプロセスを行い、共振器長 1.0 mm、リッジ幅 15 µm の EEL の作製を行った。その後、各試料

の J-V-L 特性の測定・比較を行った。作製した全てのレーザダイオードは 452nm 付近での発振が

確認された。図 2 に各試料の閾値電流密度-電圧特性を示す。AlInN/AlGaN 多周期クラッド層を用

いた試料と AlGaN クラッド層を用いた試料と比較すると閾値電流密度の低下が確認でき、その時

試料(構造➀)に組成傾斜を適用し、それによって動作電圧の低減(6.0 V @ 5kA/cm²)が確認された。 
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